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Claridad y precision. Las explicaciones son fundamentales. La nota estara claramente influida por mala presentacion o desorden.
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Cuestion 1.

e A bajas temperaturas,;qué semiconductores tienen mayor conductividad, los intrinsecos o los extrinsecos? [0.5]

. ¢Qué tipo de transistor y que configuracion utilizaria para amplificar intensidad? Razoénelo. [0.5]

Cuestion 2.

El circuito estabilizador con diodo zener de la figura suponiendo
que la tensién de entrada varia un 10%, determinar: R
. Margen de valores que puede tomar la resistencia VWA
limitadora R.[1]
e  Margen de variacion de la tensién de salida si
R=100Q.[1] Vin = bz RL | vL

Datos:

Vin=10V+10%; 200Q<R,<240Q;
Zener

V21=4,7V.

Izmin=10mA.

Pzmax=0,4W.

PROBLEMA 1.

Dada la siguiente expresion implementarla mediante un circuito electrénico. V1, V2 y V3 son entradas de tension en
torno a los mV y Vout es la salida (a la que se demandara poca potencia). Estan disponibles todos los componentes
utilizados en la asignatura y una fuente de tension de +12V. Utilizar valores normalizados para los componentes. Se
premiara la originalidad y funcionalidad del disefio. [2]

Vout=2V1+3V2-2V3

PROBLEMA 2.

Del amplificador de dos etapas de la figura se pide obtener el punto de polarizacién de los tres transistores, (Vpso,
Iog, Vceos lco). [2.5]

Dibujar el circuito equivalente en pequefia sefial con parametros =. [1.25]

Obténgase la expresion literal de la ganancia de tension:
Av=(Va- Vp)/(V1-V>) [1.25]

DATOS:

Vcc = 9V.
RClz RCZZ 10kQ.
Re1= Rg=100Q; R= 500Q.
Q1= Q2
B1=PB2>=100; Vge1=Vge>=0,6V
Veesan= Vcesare=0,2V
Om1= Om2=25mA/V
M= Mo =4kQ.

Qs
K= 0,5-102 A/V?; V;= -3V. R

-Vcc



